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I. 서 론

FPD(Flat pand ⅲspla” 는 매우 얇고 가벼운 장점으로

과거 CRT(Catllode ray hlbe) 디스플레이 시장을 급속도

로 잠식하였다. 이제 이 FPD를  뛰어 넘어 더 가법고, 얇

으면서 휘거나 말 수 있는 Fleⅱble display가  차세대 디스

플레이로 주목받고 있다.

평면의 형 태에 한정되고 유리 기판에 형성되어 충격에

쉽게 깨질 수 있는 단점을 가진 기존의 FPD와 달리

rleⅵble di'play는 더 가벼우면서 깨어지지 않는다. 또한

다양한 형태로 형성이 가능하므로 wear¸ble PC와  같은

혁신적인 개념의 기술에 접목될 수 있다.

이런 Flexible display의 구동을 위하여서는 저온에서

공정이 가능하면서 전기적, 기계적 특성 이 우수하고, 동

작 안정성 이 보장되는 backplane 기술이 반드시 필요하

다. 기존 glass 기판 상에서는 공정 온도를 충분히 올릴

수 있어 구동에 필요한 소자의 특성, 즉 이동도, 고신뢰성

을 쉽게 얻을 수 있었으나 유연 기판의 경우 고온 공정이

불가능하므로 고성능, 고안정성 의 저온 bacltplane 기술

개발이 시급하다 할 수 있다.

디스플레이 backplane 기술에늠 alIIoφhous Si나

po㏉-Si과 같은 기존 Si 기반 TFT, 유기물 반도체 τ℉T, 그

리고 산화물 반도체를 이용한 TFT를 들 수 있다.

Si 기반의 재료인 altIolphous Si은  저온 공정이 가능한

장점이 있으나 이동도가 낮고 소자의 동작 신뢰성에 문제

가 있다. 이를 결정화 한 po㏉-Si은 이동도가 狂norphous

Si에 비해 향상되는 반면 결정화 공정에서 발생하는 문턱

전압의 불균일성 문제점을 지니고 있다. 유기물 반도체

재료의 경우 저온 공정이 용이하고 저가격의 장점이 있

다. 그러나 낮은 이동도와 동작 불안정성 측면에서 개선

해야할 여지가 아직도 많이 남아 있는 실정이다.

전술한 기존 Si 및 유기물 반도체 재료의 한계를 극복

할 수 있는 점들이 보고되면서 산화물 반도체는 차세대

디스플레이용 소자의 활성층 재료로서 주목을 받고 있다.

aIIIolphous Si나  유기물 반도체에 비해 이동도가 높을 뿐

아니라 동작 신뢰성도 우수하다. 동시에 다성분계 금속

산화물 재료의 경우 비정질 특성을 가지고 있기 때문에

poly—Si과는 달리 문턱 전압의 불균일성 문제에서 자유롭

고 우수한 대면적 균일도를 확보할 수 있다.

2004년 말 일본 동경공대(TIT, To㏉o Institue of

Technology)의 히 데오 호소노(Hideo Hosono) 그룹에서

발표한 비정질 산화물 박막 트랜지스터(a—IGZO TFT,

amorphous In— Ga—Zn—O)를 시작으로 산화물 반도체는 산

학연에서 매우 활발히 연구되고 있다.[1] 방대한 숫자의

관련 문헌 및 특허, 발표된 시제품의 수가 이를 증명하고

있다. 그 결과 산화물 반도체는 유리 기판과 같은 경짙 기

판 상에서 LCD, OLED, 전자종이의 b“kplane 기술로서

의 검증이 거의 완료된 상태이다. 다만 빛에 노출된 상태

에서 동작 안정성의 문제가 분명하게 해결되지 못한 상태

이며 이를 해결하기 위한 연구가 마지막 남은 이슈로서

진행되고 있다.

기술 수준이 성숙단계에 오른 산화물 반도체의 새로운
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화두 중 하나는 바̇로 nexible 기판 상에 고성능, 고안정성

의 박막 트랜지스터를 구현하는 것 이 다. 특히나 저온에서

의 고신뢰성 확보는 산화물 반도체 연구, 개발자들에게

새로운 도전 과제라고 할 수 있다. 본고에서는 지금까지

발표된 사례들을 살펴봄으—로써 Πexible display 용 산화물

트랜지스터의 기술 개발 동향을 파악하고 향후 전망에 대

하여 논하고자 한다.

Ⅱ. flexible oxide TFㅜ  기술 개발 동향

1 . 산화물 TFT 구동의 f'exible display

산화물 반도체를 이용한 첫 요eⅵble display 발표는

2005년 일본 Tpppan의  a—IGZO TFT alray를  적용한 흑백

전자종이 였다.[2〕

 그들은 유연 한 poly[ethylene napllth삶沚e]

(PEN) 기판에 스퍼터링 방법으∼로 IGZO 반도체 층을 형

성 하였다. 이후에도 Toppan에 서는 산화물 반도체를 적용

하여 보다 큰 사이즈인 5.3¸ 인치의 150 ppi 해상도를 갖

는 전자종이를 발표하였으—며 2인치의 400 ppi 급 고해상

도 전자종이를 발표한 바 있다.[3]

국내의 LG 전자에서는 처음으로 ∏exible staiⅲ ess fbi1

상에 산화물 반도체를 이용하여 3.5인치 QCIr+급

AMOLED를  발표하 였으며 SMD에서는  polyi∏ⅲde(PD 기

판에 6.5인치 且exible WQVGA AMOLED를 발표하였

[그림 1] (a) Toppan P''inting(흑백 EPD), (b) LG 전자(서 스

기 판상에 제작한 flexible AMOLED), (c) ET테 (arylite 기판상에

1 50℃ 공정으로 제작한 ZnO TFT), (d) SMD(용액공정

폴리이미드 상에 제작한 IGZO TFT)
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[그림 2] HP으I Se'f— A'ign lmprint Ljthography를  통한
Z¡ nc Tin Oxide TFT 제작 공정 흐름

[6]

다. [4,5]

발표된 ∏exible display 들의 크기 자체는 작지만 산화

물 반도체가 성공적으로 active maⅲx display를  구동할

수 있음을 보여주고 있다. 그러나 LG 전자와 SWED에 서

제작한 산화물 TrT 는 고온용 플렉시블 기판을 사용하여

유리 기반의 고온 공정을 그대로 이용해 제작한 것으로

새로운 기술의 적용은 없었다. ETRI에서는 저온에서도

우수한 특성의 절연막 증착이 가능한 ALD(atomic layer

deposition)를  이용하여 aηlite 기판상에 150 도 공정으로

써 2.¸“
 QVGA AMOLED를

 발표하였다.

한편, 대면적 산화물 TFT 기반 묘exible di¸ play를  위한

기술로서 2009년 SID에서 발표된 IIP의 Self느 Aigned

I”pⅱnt Litho㏛ηphy(SNL) 기법을 적용한 산화물 TrT 공

정에 주목할 만하다. 공정 중 불균일하게 늘어나거나 수

축될 수 있는 플라스틱 기판에서는 미세 패턴간의 align

이 쉽지 않은데 se]f느 align 기법을 통해서 미세 패턴을 쉽

게, 그리고 정밀하게 형 성할 수 있고 ro11 to ro11 process에

적용될 수 있어 산업적인 측면에서 임팩트가 크다고 할

수 있다.[6]

2. High pe㎡ormance flexible 산화물 TFT 기술

높은 이동도 특성은 고해상도 및 높은 'alne rate의  능

동 구동 디스플레이를 실현하기 위해서, 또한 전류 구동

¡
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[그림 3] ITⅢ에서 발표한 무색 투명한 P' film 상에 제작된
|GZO TFT 및 그 특성[η

방식 인 OLED 디스플레이의 높은 휘도를 위해서 필수라

고 할 수 있다.

2004년 말 발표된 첫 ∏exible oxide TFT의  이동도는

8.3cI㎡Ns 로 낯은 수준이었고 oll/off 전류비 또한 1̃03으

로 낮았으나 최근 보고 되고 있는 ∏exible oⅵ de TFT의

이동도는 20cm’/Vs를  상회하고 on/off 비가 1̃06 을 넘는

등 괄목할 만한 진전이 있었다. 예로 2010년 대만 IT㏏에

서는 자체 개발한 무색 투명한 PI 且hn 을 유리 기판에 코

팅하고 이를 기판으—로 고성능 a—IGZO TFT 소자를 제작

하였다. Po1”mide 요1m의 탈착이 용이한 것이 특징 이고

TνIZo의 이중 전극을 사용하여 Ti d㏉  etc㏐ng 중 발생하

는 PI에 의 dalnage를 IZo로 막아 소자의 성능 향상을 꾀

했다. [7]

하지만 이러한 특성의 향상은 대부분 고온 공정이 가

능한 기판의 선택에 따른 것으로 [표 1]에 현재까지 발표

된 몇 가지 且exible oxide TFT 들의 특성을 정리하였다.

산화물 반도체 박막을 상온에서 스퍼터링 방법을 통하여

형성하여 제작한 트랜지스터도 특별한 추가 열처리 없이

만족할 만한 수준의 이동도(˜ 10cm'/Vs)를  얻을 수 있다.

여기에 통상 ∏exible 기판이 견딜 수 있는 온도 150˜200

도에서 열처리를 하여 주면 좀 더 이동도를 향상 시킬 수

있고 SS(sⅲb—tlTe'hold swing) 특성 이 개선 될 수 있다.

따라서 앞서 정리한 다수의 연구결과와 같이 전기적

특성 이 좋은 nexible oxide TFT 구현은 현재 기술적으로

크게 이슈가 되지 않는 것이 사실이며 최근의 연구 개발

트렌드는 저온 공정 에서 동작 신뢰성을 확보하는 쪽으—로

집중되고 있다.

3. H¡ gh'y rel¡ab'e f'exible 산화물 TFT 기술

앞서 언급하였듯이 산화물 TFT에 서 고이동도 등의 우

수한 전기적 특성을 얻기는 용이하나 그와 동시에 전기

적, 광학적, 환경적 요인에 대한 높은 동작 신뢰성을 갖는

소자를 만드는 것은 간단치 않다. 예로 거의 동일한 수준

의 우수한 특성을 갖는 소자라고 할지라도 전압 신뢰성에

서 현격한 차이가 발생할 수 있다.[14]

산화물 반도체의 동작 불안정성을 야기시키는 원인은

여러 가지가 있으며 그중 게이트 절연막의 특성은 무엇보

다도 중요한 요인으.로 작용한다. 특히 산화물 반도체의

전기적 특성이 shallow donor인  H의 도핑 정도에 따라 크

게 변하는 것을 고려할 때 게이트 절연막내에 포함된 수

소의 양에 따른 특성변화를 예상할 수 있다. 보통의 경우

SiN를 절연막으로 사용 시, Si02를 사용하는 경우데 비해

:
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[표 1] 발표된 flexible oxide TFT의  device peⅱ0''mance.

AcUve Gate insulator Substrate u‘ c㎡/νξ) SS (V/dec) on/off 비 V¡  (、

'T)

τMax I)ocess temp (℃ )

ZnO[8] Pλ{''A PET 7. 53 5. 4

ZTO[9] A2ㅇ¸ PI 14(increlnlentai) 1. 6 1 06 —8 8

IGZO[1CⅡ Y-ㅇ 5 PET 0. 2 1 7*106 ∼ 140

IGZO[1 1] Si()1N PEN

’

. 1 1 06 RT

〔GZO[12] SiNx PET 0. 35 10〉

IGZO[5] S iNx PI 15. 1 0. 25 5* 108

[GZO[15] MgO B̧Sτb 7 PET o 42 8. 27* 106

:
徽
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바이어스 스트레스 특성이 더 좋지 않으며 이는 인터페이

스에 존재하는 수소와 관련된 결함에 의한 것으로 해석된

다.〔

14] 소자의 且eⅵbili㏉를 확보하기 위한 방안으로 유기

물 절연막을 사용하는 시도가 발표되었는데 이 경우

OH(llydroxy group)에 서 야기되는 모바일 입자로 인하여

심각한 히스테리시스를 야기 한다.[】

5] 
반면, ETRI에서는

유/무기 hYbⅱd 절연막을 도입함으로써 109 이상의 o㎥off

ratio와 함께 6.65 cm'N.s의  이동도 특성을 발표하였다.

이 경우 바이어스 스트레스에 따른 신뢰성 특성도 우수하

여 104 초 동안 0.99 V의  V“ tllt˙eshold voltage) 이동을 보

였 다.

산화물 TFT의 신뢰성은 환경 적 요인에 의해서도 크게

영향을 받음이 밝혀진 바 있다. Bo"0m gate 구조의 소자

에서 대기중에 노출된 산화물 반도체의 baσk s∬ fλce에

산소, 수분의 흡, 탈착으로 인하여 Vⅲ가 급격하게 바뀌게

된다.[16˜

I8]

이렇게 baok channel이  노출됨으로써 생긴 불안정성은

고밀도의 보호층을 back stlr㎩ce에 적용함으로써 해결되

었다. SiO2 [19], siNx [20], Al2O3 [21,22], Tio, [23,24] 등 다양한

종류의 보호층이 개발, 보고되었으며 환경 요.인으.로 인한

천압 불안정성을 아주 효과적으로 억제시킬 수 있음이 증

명 되었다. 한편 Top gate 소자의 경우는 게이트 유전막

자체가 산화물 반도체를 보.호하는 층의 역할을 하게 된

다. 이러한 연구 결과 전압 스트레스에 대하여 Vⅲ의 이동

이 극히 적은 고신뢰성 소자들이 여럿 발표되었다. 그러

므로 산화물 TFT를 이용한 플렉시블 디스플레이 구현을

위해서는 passivation 층의 확보가 아주 중요하다.

전기적 스트레스에 대한 신뢰성 문제는 해결된 반면에

[그림 기와 같이 빛에 노출되었을 때의 불안정성은 아직

까지 분명하게 해결되지 못하고 있다. 특히나 음의 게이

트 전압이 가해진 상태에서 빛에 노출 될 경우 Vⅲ의 이동

량이 급격히 증가한다. 이는 빛에 의해 생성된 정공들이

음의 게이트 전압에 이끌려 유전막/반도체 계면에 트랠핑

되면서 발생하는 것으로 알려져 있다.[25] 산화물 반도체

의 밴드갬(˜3.1dⅥ보다 더 적은 에너지를 갖는 파장의 빛

에 대해서도 정공이 생성될 수 있는 것은 밴드갬내에 결

함으로 인한 sLIbgap state가  즌재하기 때문이다. 이 들 gηp

24 篁 인포메이션 디스플레이
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[그림 4] (a) 다양한 파장의 빛에 노출된 IGZO TFT의 transfer

curve, (b) 광조사하에서 negative gate bias stress 메커니즘
P5]

state의 존재는 산소 결핍에 기인한 것으로̆ 알려져 있어

결함 농도를 최소화 시키는 것이 빛에 대한 안정성을 높

이는 방법이라고 할 수 있다. 예로, 최근 Hf이 들어간

HⅡnZnO TFT에 서 Hf를 첨가할 수록 광전압신뢰성이 향

상됨이 보고된 바 있다. Hf의 높은 산소와의 결합능력이

이를 가능케 한다고 설명되고 있다.[26]

∏exible 기판에 소자를 형성하기 위해서 공정 온도가

낮아지면 앞서 언급한 전기적, 빛에 대한 동작 신뢰성 확

보가 어려워 진다. 저온에서 신뢰성을 확보 하기 위한 방

안의 예로 Zno 기반 산화물 반도체에 Si, -Al 을 첨가 하

여 반도체 재료 자체의 특성을 제어하는 방법 [27,28] 및,

IJV 광원이나 laser를 조사하여 플라스틱 기판에 데미지

를 주지 않고 어닐링 효과를 얻는 방법들이 발표되고 있

다. [29,30] 하지만 아직 고온 공정 소자의 신뢰성 수준에는

많이 미치지 못하고 있는 실정 이다.

且exible 소자로 넘어오—게 되면 전기적 스트레스 뿐만

아니라 기계적 인 스트레스에 대한 안정성 또한 중요하며

반드시 평가 되어야 할 것이다. 하지만 아직 관련된 연구

들이 부족한 편이다. 최근 보고된 Zno와 IGZO를  사용한

TFT의 bendiηg TEST 결과를 보면 Zno의 경우 미세크랙

의 발생으로 beIIⅲ ng raⅲ㎱가 15mΠ1 이하가 되면 이동도

및 SS, Vi 특성이 급격히 변한다. 반면 IGZO의 경우

葫
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[그림 5] 반듯한 상태와 1omm의  곡률반경으로 구부렸을 [매의
IGZO TFT transfer 특성 β

1]

∏̧Ⅱn 로 심하게 구부린 후에도 변화가 미미하여 IGZO가

기계적 스트레스에도 강성한 재료임 이 증명된 바 있다.[31]

Ⅲ. 향후 기술 개발 전망

저온 공정에서도 높은 전기적 특성을 용이하게 얻을

수 있고 기계적 스트레스에 대한 저항성도 우수한 것이

입증된 만큼 산화물 반도체는 Πexible elec仕 olucs에 널리

적용될 것으로 기대된다.

다만 고온 공정의 산화물 τ℉T가 보여주는 아주 높은

전기적 신뢰성 이 且eⅵble 기판상에서 실현되기 까지는 앞

으로 적지 않은 연구, 개발이 펄요할 것으로 예상된다.

특히 산화물 반도체 내부에 존재하고 있는 결함을 어

떻게 최소화 할 것인가가 관건이라고 생각된다. 비교적

고온에서의 후처리를 통해 결함 농도를 감소시켜 왔지 만

이제는 박막 형성 단겨I에 서부터 어떻게 고품짙의 박막을

얻을 수 있는가에 포켜스를 맞추어야 할 것으로 보인다.

또한 산화물 반도체 재료의 전기적, 구조적 강성을 높이

는 전략이 필요할 것으로 예측 된다. 이를 위해서 Hη A,
Si 과 같은 원소들의 최적화된 첨가에 대한 연구, 개발이

필요할 것으로 본다.

Si이나 유기물 기반 기술 대비 소재, 소자에 대한 이해

도가 부족한 것이 사실이지만 2004년 말 첫 τ℉T 적용 보

고 이후 비정질 산화물 반도체 재료 또한 폭넓고 심도 있

는 연구들이 많이 진행되어 온 것이 사실이다. 이를 바탕

으로 저온공정 소자의 신뢰성 둔제도 충분히 극복할 수

있으리 라 전망된다.

참고문 헌

[1 ' K. Nomura, H. Ohta, A. Takagj, T. k⅛ miya, M. Hirano,

H. Hosono, Nature, 432, 488 (2004).

I2' M. 1to, M. Kon, 丁. Okubo, M. lshjzaki and ⅲ. Sekine

Proc. 'nt. Display Workshop/Asia Display 2005 p.845

(2005).

[3] M. Ito, C Miyazaki, N. 1keda and Y. KoI<ubo 16th 'nt

Workshop on Act've— Matrix FIatpanel Displays and

Devices S-2 (2009).

[4] M— C. Sung, H— N. Lee, C. N. Kim, S. K. Kang, D. Y.

Kim, S— J. Kim, S. K. Kjm, S— K. Kim, H—G. Kim and

S—丁. Kim 7th Int Meetin9 Information Disp'ay 9-1

(2007).

[5' J— S. Park, T. Kim, D. StⅣ akhilev, J— S Lee, S— G An,

Y'-S Pyo, D— B. Lee, '̌. G. Mo, D:U. Jin and H. K.

Chung AppI. Phys. Lett 95 01 3503 (2009).

[6] W. Jackson, C. 丁aussig, R. EIder, SID 09 digest, 873

(2 009).

[7] C— W. Chien, H— H. Hsieh, C— H. Wu) Y— T. Tsai, Y— C.

Kung, P—C. Hsu, C-ν '. Ljn and C— C. Wu, SID 10 digest,

921 (2010).

[8' C. Y. Lee, ''I'. Y'. Lin, W. H Wu, J. Y Wang, Y. Chou,

W. F. Su, Y. F. Chen and C. F. Lin Semicond. Sci.

Technol, 25, 105008 (201 0).

[9] W. B. Jackson, R. L. Hoffman, G. S. Herman, Appl.

Phys. Lett 87, 193503 (2005).

[1 이 H. κumomi, K. Nomura, T. Kamiya, and H. Hosono,

Thin Sd'd F"ms, 516, 7, 1516— 1 522 (2008).

[11] M. 'to, M. κon, C Miyazaki, N. Ikeda, M. Ishizaki, R.

Matsubara, Y. ∪gajin, and N. Sekine, Phys. Stat. So|

A, 205, 8, 1885— 1 894 (2008).

[12] W. Lim, J H. Jang, S.-H. Kim, D. P. Noⅱ on, V.

Craciun, S. J. Pearton, F Ren, and H. Shen, App!

Phys. Lett., 93, 082102 (2009).

I13] D. H. Kim, N. G. Cho, S H. Han, H.-G. Kim, and

i.-D. κjm, EIectnochem. S0|id—
State Le卄 ., 11, 12, H31 7

ㅓㅓ31 9 (2008)

ll4] J. Lee, J.-S. Park, Y. S. Pyo, D. B. Lee, E. H Kim,

D. StⅣ하〈h"ev, T. W. Kim, D. ∪ Jin, and Y.-G. Mo,

AppI. Phys. Lett. 95, 123502, (2009).

2010년 제11권 제6호 遂 25



畺 기솔특짐 暈

[1 5] L: Wang, Mi— H, Yoon, G. Lu, Y. Yang, A. Facchett¡
,

and ㅜ. J. Marks, NatUre materiaIs, 5,893, (2006).

[16] D. Kahg, H. LiI— n, C. Kim, |, Song, J. Park, Y. Park

an° J. Chun° APpl. Phys. ㄴett. 90 19?101 (2007).

[1 7] J— S: Park, J. K. Jeong, H— J. Chung, 
、
Y'-G. Mo and H.

: D. Kim AppI, Phys. ㄴett. 92 072104 (2008).:

[18] J. K.: Jeong, H. :W: Yang, J. H. Joong; Y— G. Mb and

H. P. 

‘

im ⌒°pl. Phys. Lett. 93 123508 (2008).

[1 9] B—S. Jeong et aI D'gest of Int. Meeting on 'nformation

Display p. 1040 (200ρ ).

[20] A. S어 0, K. Abe, R. ‖타yashi, H; Kumomi, K. Nomura,

T. Kamiya, M: Hir¸ ho and H. Hosono ∧ppl. Phyξ . Lett.

94 133˚ 02 (200ρ).: ::
[21] : M. K. RYu et al Pigest o' 'nt. Meeting oh lnforⅲ ation

Diβplay p. 330 (2009)::
[22] T. ^foi,: N:: Morosawa, K. Tokuna9a, 

、
Y'. ㅜdrai; ㅌ.

Fukumoto, T. F니 imori, T: Nakayama, T. Yamaguchi

and T. Sasaoka Digest of SID2010 p: 10β 3 (2010).

[23] M— C.: H˘ ng, W— T. Lin, J. J. Chang, P— L. Chen, C— Y.

Wu, C— J. Lin, H— L. Chiu, C∵ Y. Huang and Y— C. Kop

|nt. Wofkshop on ㅜranSpalrent Amoㅑ phous Oxide

: Semiqonduqtors (2010).

[24] H— S. Seo, Jㅓ」. Bae, D— H. Ki¨ , 'Y/.: Park, C— D. Kiln,

: '. B. Kang, 1=J. Chung, J— H. Choi and -̆M. Myouhg

EIectrpqhOⅲ . Solid State Lett: 1 2 H348 (2009).

[25] T. KomiYa, K. Nomura and H. Hosoh!0, Sci. Technol.

Adv. 'Mater 1 1 044305 (201 0).

[26] J. C. Park, S. Ki'ㄲ : S. Kim, C. Kirn, l Song, 
、
Y': Park,

Uㅢ , Jung, D. H. Kim, J二 S: l:ee Adv. Mater. 22,

5512-5516, (201 0).

I27] E. Chong, Y. S. Chun, S. Y. Lee, Appi. Phys. Lett.

97: 102102 (2010).

[2BI C. H. Ahn, B: H Kong, H. κim and H. K. Cho, J.

: EIectrochor˙ n. Sbc. 158 (2) ‖170ㅢㅓ173 (201 1).

[29] M. Nakate, κ. Takechi, T. Eguchi, E. Tokumitsu, H.

Yamaguohi and S. Kanekδ  Jpn. J. ∧pPl. Phys. 48

081 607 (2009). '

[30] H— W. Zan, W— T: Chen, C— W. Chou, C— C. Tasi, Cㅓ

'.
Hμang and H— W. Hsueh, 巳ectrochem. S㎈ idㅗ state

Lett. 13 H144-H146 (2010).

[31:] K. H. Cheronack, N. S. Munzenrieder and G. Troster,

|EEE EIectron Devi:ce Lett. 31: 1 1 (201 0),

오 힘 찬

·2008년 : 서울대학교 재료공학부 공학사
● 2010년

 : 서울대학교 재료공학부 공학석사
·2010년 현̃재 : 한국전자통신연구원 연구원
● 관심분야 : Sellicondudⅲg o넌ι

'!e nuteⅱ

』

웃
=

 

s

 

:

:

 

'

」

 
O
τ

 
O
,
 

ㅇ
,
 
'
¼

 
≤
,

 

'

:

:

26 畺 인포메이션 디스플레이


